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【手続補正書】
【提出日】平成24年10月10日(2012.10.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、前記基板上の酸素を含有する絶縁層と、前記酸素を含有する絶縁層上の単結晶
半導体層と、を有するＳＯＩ構造体を用意する第１のステップと、
　前記基板に熱が加えられた状態において前記単結晶半導体層にレーザー光が照射され、
前記単結晶半導体層が部分溶融され、前記単結晶半導体層中の酸素が放出される第２のス
テップと、を有し、
　前記熱の温度は、５００℃以上であって前記基板の融点よりも低い温度であることを特
徴とするＳＯＩ基板の作製方法。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記レーザー光の照射雰囲気は、還元ガスを含有する雰囲気であることを特徴とするＳ
ＯＩ基板の作製方法。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２において、
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　前記レーザー光の照射雰囲気は、フッ化水素を含有する雰囲気であることを特徴とする
ＳＯＩ基板の作製方法。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一に記載の方法で作製されたＳＯＩ基板を用いて半導
体素子を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項５】
　基板と、前記基板上の酸素を含有する絶縁層と、前記酸素を含有する絶縁層上の単結晶
半導体層と、を有するＳＯＩ構造体を用意する第１のステップと、
　前記基板に熱が加えられた状態において前記単結晶半導体層にレーザー光が照射され、
前記単結晶半導体層が部分溶融され、前記単結晶半導体層中の酸素が放出される第２のス
テップと、
　前記レーザー光を照射した前記単結晶半導体層を用いて半導体素子を形成する第３のス
テップと、を有し、
　前記熱の温度は、５００℃以上であって前記基板の融点よりも低い温度であることを特
徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記レーザー光の照射雰囲気は、還元ガスを含有する雰囲気であることを特徴とする半
導体装置の作製方法。
【請求項７】
　請求項５又は請求項６において、
　前記レーザー光の照射雰囲気は、フッ化水素を含有する雰囲気であることを特徴とする
半導体装置の作製方法。
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